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JE8550 (进口芯片)型 PNP 晶体管技术参数说明

型号 
参数 

 JE8550 
 (TO-92) 

单位 

Ptot 1 W 

IC -1.5 A 

Tj/TSTG -55～+150 ℃ 

BVCBO  @IC=-100μA ≥-40 V 

BVCEO  @IC=-1.0mA ≥-25 V 

BVEBO  @IE=-100μA  ≥-6 V 

hFE1  @VCE=-1V,IC=-5mA ≥45 - 

hFE2  @VCE=-1V,IC=-100mA 85～300 - 

hFE3  @VCE=-1V,IC=-800mA ≥40 - 
ICBO  @VCB=-35V ≤-100 nA 

IEBO  @VEB=-6V ≤-100 nA 

VCE(sat) @IC=-800mA,IB=-80mA ≤-0.5 V 

VBE(sat) @IC=-800mA,IB=-80mA ≤-1.2 V 

fT  @VCE=-10V,IC=-50mA ≥100 MHz 

TO-92 封装外形图： 

 


